


PR T PR R

DEUTSCH-CHINESISCHES W ORTERBUCH
DER-MIKROELEKTRONISCHEN TECHNIK

E % W OB
Blie: T X

¥ R HERRBE
S KIANEF R

rn M G-ME. D88



WX B FHA 5
DEUTSCH-CHINESISCHES WORTERBUCH
DER MIKROELEKTRONISCHEN TECHNIK

L T

CESEER > RERHR
CRE TN )

- Wi AE RL¥E EDRIF BT

REMEESARRT
( ¥ 221 8)

19885 12A%—M E . 18.00%



- 1

E%,ﬁ%?&ﬁkﬁmﬁﬂﬁ,EkiﬂﬁﬁﬁﬂTﬂﬁ
ﬂ%&*%%ﬁﬁﬁowﬁﬂm,wﬁﬁm.¥$W$m%EE
&ﬁﬁ%m&*@ﬁ,mm$%¢ﬁm°£zﬁ*%%$,ﬁﬁ
E$Mﬁﬂ:%ﬁﬂﬁ~%%%ﬁﬁﬁ%ﬂﬁ%%ﬁﬁ%&*%
TR, ROFSTRA CERAETHARTR ) |

TR ERSH W R L FAE 19854 i i “FACHW -
ORTBUCH der Mikroelektronik” —*:ﬁﬁﬁgﬂm&oﬁ-’%ﬂ
ﬁﬁﬁﬁ*%ﬁ%ﬁ%%%ﬂﬁlzﬁﬁﬁ,ﬁﬁﬂm.ﬁ#ﬁ
AEFERFIL, 250004 2%, 2, EILE B RN FARE,
ﬂXﬁwzﬁ,mﬁxmm%Tﬁmmx,#naa$&*¢#
Ry —EF ARG EMETREN A5,

*ﬁﬂWﬁMgﬁﬁ%&*mﬂﬁkﬂ,Iﬁ&*kﬁ,k
IRBEMERBREARSLHT,

SMERRES TN EBAREHE, B, BHRK. I
kR,

HTIRIKFAR, BPRaFEBBRnRBRzL, &
W REEMIERE, UEERLE,

: 2 &

198749 A



& B % 8§

= RS EIC A S B R HE
= ZRNEHNNY. ZEANE—- I eRS, HEMEX
FHEAFERER, WM. m R, FABRYE, nkbi, ping
B RIEEEEHN B, EABFRZH, BE BB, B
. Verluste mp/,
=, 3, BEAMBAREER%,
- O, ARG ESTEELEREZE, PR FEAE
Z RIS —im “/” SHRERIAREBENRE, M,
Einfall m/senkrechter =senkrechter Einfall
HER—ERAH THREFRAMEE, WP L[ R~
SIE, RIS SRR, B,
Spannungsabfall m
~ an der Basis-Emitter-Strecke
~ im Transistor
~ /ohmscher
T B SRHEE  ,
Pl ]ﬁ%ﬁ%wmmﬁﬁﬁﬁm\‘% #l;
BRI = ¥ RRE8Rs
BOFPI - BOBIe = 3 RESBRB S ER %%
Membran[e] = Membran B Membrane
HICER A ( ) FRIE L A B L4 OB RIS
e,
W5 ( )iﬁﬁ}ﬁiﬁ%ﬁpﬁgmﬁﬁﬁﬁ%ﬁﬁﬁﬁiﬂgﬁo



Wy T
L 1L - o

e pemsee

v R . N
- . N
. . - E R : . = -
o .. DO SO
. o H -
A ! J 1 .
Mo 5y . . B - - -
« ¥ ) Lt
- " L8 i . - .
- R o - -
. oa T~ .
N EE Y .
. t . =
. . o B4 T Te Rl e
' ) LT * P [ P, owl oA
' bR .
R EERE ] Lo - . o ahn
- . R
[ . Ll
. - [ e HO. R
I
S 1
- N B *, . . N e - y= Sy
N Bl e - ~ e . L i .
. Yo v T {



A- AdtéBexngang m Axpik
A, AMHBAR

A- AdreBreg:ster , Ait!!ﬂ:
ﬁ#ﬂ :

abarbextcn ﬂ:ﬂ, 3&1‘1, (f
~/b1s zu 80 Befehle Jz];
HEEEAINE |
‘~/ein Programm &ﬁ——
BE *
~/¢.;n Pxogxamm auf
zwei versc)ue epen Re-
.Ghadrsg &ﬁﬁzﬂ’ﬁwﬁi‘ﬁ
ﬂlk"ﬁ—‘ﬁﬁ
.r~~/nacheinander ,Eﬁﬁﬂ
~/normag Soft yare-
.gntegprogmme ﬁk‘
HRETRRE
_~/parallel 3{-@5&4—;

Abarbeitung f. &ﬁ‘, S
m</automatische B shPiF
'~ des laufende . Befehls
ﬂﬁ‘f?‘“fﬁx& .
~ eines Interrupts —. K
RS A
~ mehrerer
_.glelchzeltxge gﬁﬁ&%ﬁ@
l’iﬂ‘lﬂﬁ

von . nterprogrammen

'%ﬁ#

Tas ks/

Aba;;béittgngSZBit.: f 17 ot
o _ 3

.abitzen B, fh3k

Abitzen n B, i3

Abbay m des Potential--

. walls @

Abbauzext R (&{*E)Hc%
H

‘ab??emfen &m, Extﬂ(fﬁ@»
CE), Bl
%@Mﬁﬁ%wﬁﬁmﬁ&

; o~ der Elektronensttahi-
| quelle’ BT HEES.
~ der er,stgn BLende %—-

'&?Lﬁm

! ifier Orl%jna“lsirqi&t“ur

|
R
abbllden ﬁﬁ,\' H&ﬁ{r, ﬂﬁ
~/das Maskeabild auf
den Wafer Yok Y] %b@
Sag Ak
- ~/das Schablonenbxld
-genau auf dem Wafer fif
R ARR Tk
. ~/di¢ Maske in PMMA
R HAR TR
- ~/die. Ma.ake mit einfa-
‘che VergraBetung &gﬁ
8L EERR




abb

4 DO

abb

~~/die quadratische Blen-
de auf das Objekt

schatt BABAER ‘ﬁ 355
BEL '

~/d1€*5truffg}‘ vén d"er‘
Maske auf ded Wafer jﬁ{ l

B A e
~/durch Koatakibetfeh-

Yung BhLREN
~/em Retxkel auf’ dfe ‘

Fb%orémst?ﬁ’k}nht ¥4

%iﬁﬁa HEE
¢ -Blénde [n- g

Ebene einer ' #Weitdn
Blende —-?ﬁéﬁﬁ -'F%
=naPuy -

~ffetdere S}j’uﬁt’urﬂgxen
_ %&ﬁﬁﬂﬂﬁwgﬁr "
~ ot tr}: égeoxﬁ‘éh‘{sch
.genau) ﬁ%

~jmsf. dinef Verkleme-
‘fung von 10 ¢ 1 "auf den

Wafer Dll0+ 14UNSERER |

H’L&&

Y it Phétongn  auf

egﬁﬁh gﬁef 'ﬁi’ﬁ"??ﬁw

~/scha1t§}§§§sm}ktue¢n

‘o fschare 1 f
~~/sich als ipm ng%
Riated aﬁf ders ‘Wafer

It ¢
may
'%}Sffhkﬁrfén 4if Fésist-

Beschictitete Watdea® B
,fhﬁ&%#ﬁ%ﬁﬁﬁﬁﬁ

g

) nerte #E/]\Q{{
© xS durel

im Additionsverfahren
direkt auf Wafer ver-

“tlelnest A B R AR

BEB B RE A 8

:‘~/Schéltkrexﬁtfukfi

scharf %mg %g' %

“trdg

u4ﬁ%ﬁﬁ%%&ﬁ¥%

~/Strukturdet ils L’dﬁ‘
eiﬁem ekt 8 %r We'xhge
“fiohex G&ﬂauigke:tsgi'ad
ﬁ%ﬁ&ﬁﬁm

|5 Sy

~/Str(r§ctur“en :axt Ele-
ﬁteﬂtbl'exfen bis zu 0,2
schrarf PR il ToAE
B ok EY

~/verzex€&nungsff‘ei ﬁ

g5 ).

Abbzldung FEE MR

D BR we, R
A cfer Queﬁe}vﬁx’kfg‘f-
7 S

lekirdnen-
strahl BFH £iroge



abb dbg
~ einer beleuchteten l&hhwaiwdhe ‘mﬁﬁﬁ
Blende vacigbler GroBe | RAp@y
- FIRRARHEABHRS Abhlldmgﬁehler m ﬁﬁ,
“aw ellektronischer Sehalt- B0
kreise mit Lamsjmhien_ , ~{chminahsehzr ﬁfﬁ{l
HTREESOERS: | =
“ il gepmegrisch mﬂe ~/e:lekt:tonenoptucher
HRENES HTHPHE

~/hochauﬁ§$en&e & % |

TR
~/i mnenoptzstke QJF-%
B 2:70F
~/konta ktlose W
R

~/11thografxsche %ﬁﬁ]
HRR

~ mit hahe;r A«ﬂﬂsuﬂg "

RS

Ve naght dem. K«mﬁakt-
verfahren EMASRS: -
~/optische YL EH -
~ lbes die gesamie Wa-

- .ferflache/pgleichmagi ge

‘-zg’ifﬁaaﬁ“ﬁﬁh B R |

~ %61 Sehadtkreisstruk- |
Auren, mul Hallideitersib- |i
straten %mm
CHEENERR . o 0.
lﬂ’*'Abbtkhag:fgwni Wsi er
AR b TR
Abbxld@@amnhge f{mxkzo-

- Abbildusigslivtet n Q&&vw ,
[

3 Abthtxdnmgsmnﬁ&tab - 454\

|

R BRI

AbbxldungSprozgg M eines
- Scheibenrepeaters . S
SLBEAVNRPER

. Abbildapgssehirfe f E@
G971, BN,

Abb&iﬁw&kﬂlengang m
A IR i

Abblldungssystem n &ﬂﬁ
&

1:1 AbbzldungSSysmmn
LIRERE . ool

Abbild%@{eghﬁitem n M

-BRFRE, Rtk
Abbzldungstreue f der 8t-

! *eukWru‘bettnagnng Ejﬁ%

CRHSBRECE ciaed
Abbxldungs ~und Fereitngue

- f der Stmkmen ﬂ‘%ﬁﬁ

| RURRE - icag
Abbildiﬁgiﬂnd Fonmk:tfhliéx

-



abb 4 ahf
O f @8 8Strulitura/mangelin- wWER - oniy o
de BERBEE .. . abdichten E3, B
‘Abbildungsverfakren njli- A fgegsn Umweltdinflas-
chtoptisches NSRS S hermetzseh ﬁ&"uﬁﬁ
Abbitdungsvechiltnis: o | ﬂ%ﬁ%ﬂﬁ oxosziz
RFLB LY Abdichtung: f ﬁ"ﬁr%
Abhildungswellenliinge --f e/hermetische B P H
Bk, SRk ~ /mangelndé IHdrmEti-

abbréchen: [RHE1&: ﬁ:’ ‘P
1k Bl
~Ffwegen elines Kanalbe-
fehlsfehlers’ ﬂﬁ’ﬁﬁﬁﬁ/\
T A b

Abbrechfehier m ﬁﬁﬁ%,
BERE B

Abbruch r&: [ﬁ‘-ﬁﬁﬁ'}kw
T, Mk R
~~fvorzeltiger HMER AR

Abbruchspaﬂﬁﬁnggf‘f ’#&@ !

San e

IR ‘ ‘
A;B.C, Verbmdung ,f V- ;

~N{aY.
Abdeckblende . f }Lﬁ
abbdecken HEHE, WM, ﬁﬁ

~/£m3ﬂache ﬁﬁ-—* K

~ ~feinen Tezl des Wafers

selektiv ﬁﬁ#ﬂi@ ﬁ}%‘

o A

f w/anerwﬁnéchta' Rand—
gebiete RS RWBEK |
Abdeckschicht f $#P B, I -

| fche FRPH Aoon -
Abdichtungs ka'mﬁié’f 1-’:‘Ei‘?**%
CUHE, BHAER
- Abdichtungsring m: *ﬁ\ﬁ‘m,
L ﬁﬁg R
ABD Technxk f Aﬁﬁ:?“ﬁ
PR -
| ABD Trans1stor m: %ﬁ&ﬂi
- PEERBARE
’Abfau m TR mla; @ﬁﬁ,
s f%%ﬁ]ﬁﬁ%i %E
c s R R :
~ dér Aasgangsspan-
ming"ﬁﬁiﬂ*ﬁam?ﬁ" -
.~ der Transistorveérstir-
g AR 9T
~/chmscher &ﬁﬁﬁ;
abf&llen w}, Em! —Fﬁi
ARSI, )
~/auf ein: Eehntel-,:sex-
nes. Ausgangsweits T
AXFEREGTAZ

s fauf Null BeBRIE |



abf

)

-abf

-3 ilicpod 4

~/bis auf 2V —‘Eﬁﬁ‘z
R
B ~/gauBform1g am Rand

HEALR A B T R
2

~/nahezu exﬁonentie.ll
GERTREABBTR

~ um -zwei- GroBenord-

- nungen %ﬁ/ﬂ‘ﬁti&
~/unter einen kritisch-
-en Wert JRTIAE
~/von H auf L. f1E3{%
Abfallkante f [ECM’] i,
R
Abfallverzogerungszelt f
T KRR ) :
Abfallzeit f TR R I‘EI, ;=3
BeE
. ~ des Angdenstroms Nl
ﬁ@ﬁﬂ@ﬁ'ﬂﬂ S
Abfangdiode f @%ﬁ_ﬁ’%
Abfangen n $ifl, #WE.
abflachen Sizﬁy ﬁ‘l‘zi’%
Ik

Atéfachsqgaltung f JFJEE |

N
Abﬁa.chun f-des, Dm;n-

stroms ﬁ[ﬁl%ﬁﬁ@‘&?ﬁ
abfliefen JiM,3HiH yﬁﬁﬂ"

- ~/bei hohen Frequenzen

~/gegen Null ’Fﬁ #T

abfordern BBy R

Abfrage f #fAls &£ B
R Rl

. ~/automatische [zykli-
schel HEIRW -
~/von Speicherplétzen
pede Ay st S

abfragebereit: {’F!&ﬁﬁ&%
i, VIR ,

Abfragedatenemgangskanal

m BEHIRERAE

:A.bf;ageeinhenit I ﬁﬁé{;
WERE, aEs
Abfrageeinrichtung f el

*E

" Abfragefrequenz f ﬁﬁﬁ

2, WERE - - -
Abfrageimpuls m Bk¥
Abfragekxppstufe f ﬁﬁ@i

7 ‘
Abfragekre:s m ﬁﬂ:ﬁﬁ%
Abiragel,extu,ng f ﬁﬂiﬁ
anfragen ¥, Tﬁln»ﬁfﬁli

By %PF; a# .
. ~/alle Gerite anf jedem
' ‘Emgabe Ausgabe-Ka»nal
= RN A ﬁkﬂﬁiﬁlﬂl
; ﬂgﬁfﬁ%ﬁ TR

~ idg,pﬁstg tus. diber, gmen

»-sgegxellen Hllisbussﬁii
%mﬁﬂlﬁﬁﬁﬁﬁﬁ s



abf

@by

~/did cinzolncn Gerdte |
Vryllisch BIWAABRE"
~/die Frontplattenein-
'%‘téﬂungen st&néﬁg ﬁ@%
WER o
© o3 direh den-Mikrocom-
puter mmﬁﬂﬁtﬁ]
E aw]iy‘kllSCh m -
Abfragen n/zytklisehes %
-

Abfrageplatz ‘in ﬁﬁé,
F& '
Abffageprogramm n ﬁﬁﬁ

ﬁ " M
Aﬁragepfﬁhmpuls m ﬂ H
9 3Bk v -
A%fragemng-Klpirstﬂ‘fen <
~ paar n ﬁﬁﬁ&%ﬁ
Abﬁ&feseﬁuenz Fam %‘
BEWRE -
Abfragesignal n %*ﬁ‘gﬁ
DRETRRES
Abﬁ'ageéthtwn f Wﬁ%,iﬁ

W
~/optische’ Eﬁﬂfﬁliﬁ
Abifhgetermmal n ﬁ {ﬁj ®

W
Abﬁrzgezetchvean iﬂlﬁlﬁf-ﬁ
Abfragezeit n  fir - jedes
© Wert BARERHFR N
Abfragesykius m ﬁmm
abfalilen 3o, 38

~,'ane Wafet‘pbé?ﬁofﬁ
W B pE
'Abfﬁh!hng .f &w’ ﬁtg
Abgabe f [ng fﬁfﬁf
he B - - o
abgear%xtet/sehf:&w*et’s«e
- BB
abgeben %fﬂ’ 'ﬁ@%s ﬁ:fﬂ’
iR

~/die Korntrolle an-die
" ‘Eithigabe- Ausgabe-Gerite

ﬁﬁkﬁm%ﬁ&&%ﬁr

~/J§1g1’taldaten ﬁ%ﬁ?
0 |
Ayt Ausgangssrgnﬁ
 laufend HsRE AR
L ~Jette’ Spannnng ﬁﬁ
B:!- Sl T
- ~sffliiclitige Veruﬂreiﬁi-
gungen ﬁFﬂjEE{.
v e ! Ausgangssignale
AHTEAMANS
abgédwhtet mahy
~ it Silikon i Eﬁ
1
~[sicher & "Tﬁﬁ#iﬂ
bbgbglwheﬂ HEE, 8

,;mmuxﬁum.x¢
abﬁé&ﬁﬂt ﬁﬁﬁlo Mﬂ‘h



aby z

&bh

e Tt
abgehutzt BRI
abierastert - ﬁmﬁﬁﬁb
abgerundet @J@E@s ﬁﬂ %

;s

abgnrﬁs{et ﬁﬁﬁ)‘fﬂ
abgeschaltet 3By B{], E }F
Rk
abgeschfossen E%@; A4
~}hemetisch ﬁ#ﬁ{}, T
- EBRA
/i sxch E%&? :
;bgeséhragt ﬂm’ﬂms :
ity
" s /absichtlich m fuﬁ #
i

Abgimqir m "H\%’ ’F’ﬁ; |

. #E, VLR
~/automat1scher ﬁagbﬂ\

RE:;
~ im Emgangskre;s ﬁ
ABBHYE
~/mangelnder N -

-~ mittels Sandst:ahl
By Eh ek

.~ nach Einbau E#_lﬁ
¥

abgleichen p2, ‘Fﬁ’ ﬁ’
L

~/auf das 1,3feche. des
Nennwertes- ﬂ!ﬂﬂﬁﬁ

R T

B Abgleichen n ﬁ&; SFﬁ,

fH, i

Abglaxchfehier m PR,

KE-

Abglemhgenamgke!t f ﬁﬁ

HRBE

Abg!exchgerat n. ﬁﬁ%i [
W

Abglelchkondensator m 3
B Mmms

Abgleickkonfi 1gurahcn ’f
AERE :

Angelchparameter " ﬁ§
B

Abg}ew’ﬁpbsinon f ‘#‘-ﬂ &
R

Abglelchpifnkt m Mﬁ

Abglelck‘séﬁaltung f ?M#
HLgE T

Abglemhsforderung f KE
ER

; Abglexchwxderstand m -*Fﬁ

M. MM .
Abgleichgeit f. 5]’3@39‘153
| Abgreifen n Jft :

Abgriff m #i3k, ﬂ‘i/éi v 4
T

AB;-Halbleiter m I*VH

Pk
abhia;ig}vam Recbﬂer Qé

ng B



abh

8

-abi

Abhangigkeit f ﬁﬂfiﬁ’ K
Wik, %R 2 ’
~ nach dem Quadratge-
setz SEHBER

~ nach einem Potenzge-

setz FEER
~ von der Gatespannung
C BEMXHE B
abheben HIE, HTF, ¥ X
" ~/das Chip vom Subst-
rat ROKHBBE
~/das Sieb @M
~/sich #BE .
Abheben n %, BTF
AbhebeprozeB8 m HIEGR
Abhebetechnik F BIBHR
Abbebeverfahren n/selek-
tivés HHHEE
Abkilfe f F¥iBME
abxsoheren ﬁi‘-ﬁ% E, i!l
%
abklemmen iﬁ:ﬂ“, ﬁ‘ﬁ: #
Abklxngdauer f ﬁ&ﬂ'ﬂﬁ]
abklingen FER, F.
~/auf Null EERE -

 ~/exponentiell %ﬁﬁﬂ j

BER Ik
abkihlen ¥4, M.- 7.

~fauf Umgebungsﬁmpe— ~

. ratuc W HIBIIMEGQRE -
Abkihlung f B lp), B

Ablagerung f von-Saier-
stoff. im Material des
Siliziumwafers &H‘&dﬁ
gHH

Ablauf m Efy, #47, ﬁﬁ:‘-'s
IR, _ﬁﬁ;ﬁﬁf’ﬁ]ﬁ}?iﬂ?

2
~ der Innenbond’rorgﬁm
ge ASIRBEER:
~ des Informationsaus-
tausches {FEZRMFE
~ im gleichen Zeitinter-
vall Epd#fE, T8 1
~/schrittweiser. $ j’&ffﬁ
13
~ von Erexgmssen 5 i
T
~ von zwei Programmen
‘/verzahnter W A& IF 32
g

bAbIaufanforderung ,f EI?

ablaufberelt ”"]'33. ﬁ‘&fl;
WA L

Ablaufdiagramm 2 ﬁﬁ@;
BREHA C U

Ablaufdokumentation f &
EES

| ablasion 255, it 5055

~ [parallel zu&_i!ﬁmd_@‘f

- HME#RET

Ablaufen s eines: Pragram-



abi

i

abl

ablaufend FFFAG Ly
sblauffahig TP
BbFauffolge f CHEEFEIBY

~ des
- Yungsprozesses -
B2 %L tn it R
ebufinvafiant ﬁ]' éé.ﬁ;f" :

iy, TfIE_)\E@ ‘
Abtauflifie df PEAE . -

Abilaifplasin YRR, mﬁ#

=R

Ablaufprogramm n iﬁ. ﬁ‘ﬂ ,:

WRER

Ablaufprotokoll n Eﬁ@]i

Ablaufrichtung f Fim

_ "Aﬁiaﬁfst‘marregmter n ﬂlﬁi.

CREREER L

Ablaufse&iémﬁg' FEREE :

By Ees eER

Ablaufstederungsprogramm ' :

A Ablentkondensator m %ﬂﬁ%
Ablauftell m #\4—;&}? %ﬂ | i
’ Ablel‘t'mg f*ﬁ%@s ﬁﬂﬂ‘s

oo BATLEHIRRE
wo

Ab‘lauitezlprogramm n &n’ '

Ablauftest m SRR

Ablaufiberwachungssystem

n e bBERRE
Ablaufunterbreehung _f H

¥
Ablauivenfﬁéigung .f Eﬁ

Rasterbelich-

Abléuf2ahter m: fg%ﬁ"’
3, WFEHEFE

| Ablegedatei f &Ef&#' >
j ablegen H, e

T fdie Schéibe 'am de’n
Wafertxsch Eﬁ%ﬁ@]a‘%
CRRE woled

Ablegen n ﬁﬁ[s iﬂ[ﬂ =

Ableitezeichen wﬁz -'g- E#ﬂ

v

‘ableiten: ?ﬂ.’:ﬁa %i ‘?ﬁ@’
B :
[ AyDaten aus: Aﬂalogszg-

nalen Mﬁﬂf‘%ﬁ*ﬁﬁc

; »dtirch/Wﬁrme ﬁﬁi
iy At
Havfjedas Wort auk dem

- vuhergehen&en M%ﬁ?

L RERESTE
. ~/Wirme 8

I#T

S B .
Ableztungskoefizzxent m iﬁ

WR¥E
Ableitungswert. ﬁfﬂ‘{ﬁ

ﬁAbleltungswxderstand m =]

Ry BCRE

.. Able1tvorr1chtung f ﬁ %
o N AN

-



A Fr ERERdoi

ﬁb&ﬂ‘@mm J 5“& magnetisch SN i

Abheud:wﬁeuet%:f ﬂﬁ'ﬁ
®ah - .

Able&kuelmhext f Wi!
WH® |
Ablenkelektrode f ﬂ ﬁ EE
®
A‘.bien;ke;lektm{;k i ﬁm@. f*
TLK 2
k#i&nkwﬁmﬂwchkmt f
WEREE . v
ablenlken ﬁﬁa ﬂﬁa m,
T

~/den Elektronensttth
in ~ y-Richtang i ?ﬁ
REYRRE

. sy /den E»lelﬂroaeapt:ahl
© rasterartig dfoginér-Ri-
chtung {# BT RN ¥
Ag—4Hae¥
~wjden Elekironenstrahl
rasterformig Gheéf . ein
. Feld vom Bgiim % S4um. H
BT HEZEC AR = 6 4Pk
< Rl o
~/den fokussierpen . Jo- .
aengskrahl -iber den ldgk-
i~ besbhichteten Wafer fNEE
ERTHERE ‘ﬁ&ﬁ#} 5'3 j

~/den Strai’ﬁy: ﬁekﬁftro-

KoV -Raster #HX-Y i
. mfden Strabl rastenfdr-

mig aiber kileiow Strecken

| mmm

T

~/¢hﬂ Sta'ahl ;iber sige

- Blende, &ﬁsﬁﬁﬁ%ﬁi&

CRE=t ]

“av/gin Atom aus’ sniner

| Rwhtung ﬁlﬁ?ﬂﬁxﬁ

e ﬁ
~1'aame Eiektmnensaﬂde
_ dber eine Flache aul flem

Wafer ﬁmﬁ,ﬁ Fu‘

Lk -RRAEN .

~ /Blektronen sea‘ttlxeh

- HETFHRRR

~/eletmsta.£asch iﬂ @ ﬁ

%

~/m eine gekrumm%

; Bahn &SRB RME

~/in y- Rxchtung %’yﬁi
. < il

I A% n;ﬁ/sxg.ﬂh&nl. % I«m

LR . SEW T e

ﬁbbnﬁehkfkﬁ&&ktu&iﬁé

nal n HEHEREBLERE

Abfenkicld: o, BSgE Lo ¢ -



AblenkgroBe R
Ablenkjoch # ﬁ%ﬁiﬂ, - 4
oL .

Ablenkkasal st ﬁm
Ablenkplatte f ﬁﬁﬁ,
HR '
Ablenknchtung f/ele‘kt;ro-
statische MBI
Ablenkscbaltung ' & Rt
Bes AfiB
Ableakspeicher, m R
R
Ablenkspule f ﬁ%%
Abtenkspulenjoch n ﬁﬁ%
%, MY b
Ablenksteuembefehl m ﬁ%
EHeY -
Aabl&%&f&uaqsystﬁm n: ﬁ%
EHRE .

Ablenksystem f ﬂﬁ* ﬁ, :

Ty e

~/computergesteueﬁt§_$

abl 14 “b‘
© ~ s By Kagtenlan- HENERNRERE
ge ﬁl&iﬂsﬁ 5%%% ® Ableskung f @ﬁ,ﬁﬁvﬁ
o~ VOB limm Kan&eal&n- ~ an der. Maarkenk.am;tg.
# HERL i*ﬁgﬁ el JiNion L
¥ o~ .des Scbre»lbstrahls 2
Ableskgemerator m Eﬁﬁ‘ HEmmE 0 o
R RBK ~ [magnetische MbibRREe
Ablenkgamhmudigkeit f \ Ablenkyngsgeschwindig- .
- SR . SRS . keit f HEAEE

Ablenkunﬁerﬁeld 8 ?ﬁﬁ
7]
Ab].enkve;-gtirker m ﬁﬁﬁt

i =
Ab Ienkwmkel m ﬁﬁﬁf&j

W
ableshar ﬂﬁﬁ% ’Tﬁiﬁm
| Ablesefehler m. ARHAR
 ablesen Bills @R
- Ablesumg f Bl Bl
Ablgsearbsit f inm poly~
kristallinem Silizium- -g:
REENTHEE
Ablssegas.n REREMH -
. Ablosegerit n ﬁgﬁi
Ablosegesohwindigkeit
 RERER ;
' Ablosckr’aft - #Bh
3'b10§33 #B, ﬁ %r ﬁﬂ:s
5 8. R v
; Ablgsen n ﬂﬁ, iE[%

~F

e des Raby}athfelge:b Ay



